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※概要（Summary）： 

 

半導体エレクトロニクスでは、高速動作と低電圧動作

を追求するためにゲート長数十ナノメートルの微細

化が進められている。このため、必然的にトランジス

タＯＦＦ時のリーク電流が顕在化しつつある。これを

低減する方策として、通常は回路ブロックとＧＮＤ電

位との間にパワーゲートスイッチを挿入する方法が

とられているが、これもトランジスタスイッチである

以上、有限なリーク電流を持っている。そこで、パワ

ーゲートスイッチに相当する部品として、ＭＥＭＳ型

の接点開閉スイッチをＬＳＩ上に集積化する手法を

検討する。これにより、ＬＳＩの待機時間における消

費電力を極限までゼロに近づける。 

 
※実験（Experimental）： 

 

ナノテクノロジープラットフォーム施設が管理する

電子ビーム描画装置を利用してフォトマスク（５イン

チ）を製作し、東京大学生産技術研究所のＭＥＭＳ系

クリンルームを使用してパワーゲートスイッチを製

作し、その特性を実験的に検証した。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

 

パワーゲートスイッチをＬＳＩ基板上に製作するた

めに、低温プロセスである金属メッキを用いてＭＥＭ

Ｓ加工する方法を検討した。その結果、銅メッキ層を

犠牲層として、構造体を金メッキで製作することによ

り、可動接点構造を静電駆動型のアクチュエータとし

て製作できることを実験的に示した。 

 

図１ ＭＥＭＳパワーゲートスイッチの断面構造 
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